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(54) Stutztiegel zur Stutzung von Schmelztiegein 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Stutztiegel 
zur Aufnahme und Stutzung von Schmelztiegein, ins- 
besondere von Schmelztiegein in Kristallziehanlagen. 
der dadurch gekennzeichnet 1st, daB die Innenseite des 
Statztiegelmantels von einer krummen Oberffiache 
begrenzt ist 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich aul einen Stutztiege! 

ZUr StuiZUng von SCrlmelziiefyeln, insbSSOriClGrG VOTi 

Schmelztiegeln in Kristallziehanlagen. 
[0002] Fur die Hersteliung hochreiner einkristalliner 
Sillciumstabe sind das Tiegelziehverfahren nacli 
Czochralski und das Zonenziehverfahren bekannt 
geworden. Beim Tiegeiziehen von Kristallstaben, ins- 
besondere von Halbleiterstaben nach Czochralski, wird 
in der Regel der zur Erzeugung der Schmeize vorgese- 
hene mono- Oder polykristalline Halbleiterbruch in 
einem Schmelztiegel vorgelegt. 
[0003] Durch Beheizung wird dann die Tiegeltempe- 
ratur gesteigert, bis der Tiegelinlialt nach und nach in 
den geschmolzenen Zustand ubergeht. An die 
Schmeize wird schlieBlich ein Impfkristall angesetzt, 
und im allgemeinen, unter Drehung von Tiegel und Kri- 
stall. ein einkristalliner Kristallstab aus der Schmeize 
gezogen. 

[0004] Der aus Quarzglas gefertigte Schmelztiegel 
wird bei der Schmelztemperatur von Halbleiterbruch 
plastisch, und bedart der Stutzung durch einen auBeren 
StutztiegeL 

[0005] Stutztiegel dieser Gattung sind bei den herr- 
schenden Terrrperaturverhaitnissen idealenweise form- 
stabil, verhalten sich chemisch inert und werden 
beispielsweise aus Reinstgraphit, CFC (Carbon Fiber 
reinforced Carbon) oder CCC (Carbon Carbon Com- 
pound) gefertigt. Bei TemperaturSnderungen zieht sich 
der Quarzgiastiegel zusammen bzw. dehnt sich aus. so 
daB der Stutztiegel vorzugsweise ein- Oder mehrteilig 
ausgefuhrt ist. und/oder uber Einschnitte. Fugen oder 
Schlitze verfugt, urn die Bewegungen des Quarzglastie- 
gels auszugleichen. 

[0006] Insbesondere wahrend der Abkuhlphase nach 
dem ZiehprozeB kommt es zu einer Ausdehnung des 
Quarzglastiegels, so da(3 dieser groBfiachig und torm- 
schlussig an der, gemaB dem Stand der Technik, radial- 
symmetrischen Innenseite des Stutztiegelmantels 
aniiegt. 

[0007] Nach dem ZiehprozeB mu6 der erkaltete 
Quarzgiastiegel, der noch verunreinigte Restschmeize 
enthait. aus dem Stutztiegel mittels Ausbauwerkzeug. 
wie beispielsweise eines Hammers, ausgebaut werden. 
Da in einer Czochralski-Tiegelziehanlage hochreine 
Siliciumstabe gezogen werden. tragt jegliches Werk- 
zeug, das in der Aniage venwervlet wird, Kontaminatio- 
nen ein. 

[0008] Aufgabe der Erfindung war es daher, einen 
Stutztiegel zur Stutzung von Schmelztiegeln bereitzu- 
stellen. aus dem die Schmelztiegel nach dem Abkuhlen 
ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ausgebaut wer- 
den kbnnen. 

[0009] GelOst wird die Aufgabe durch einen ein- oder 
mehrteiligen Stutztiegel zur Stutzung von Schmelztie- 
geln, dadurch gekennzeichnet, daB die Innenseite des 
StiJtztiegelmarrtels von einer krummen Oberfiache 



begrenzt ist, wobei eine zyiindrische Oberfiache ausge- 
nommen ist. 

[0010] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB 

Ouarzalastieael einfach 

; durchzufuhren ist, und keinerlei Aust)auwerkzeug ver- 
wendet werden muB, insbesordere dann. wenn die 
Innenseite des Stutztiegelnnantels von einer krummen 
Oberfiache, ausgewahit aus der Gruppe der Kegel- 
stumpfe, der Rotationsparaboloide oder der Rotations- 

10 hyperboloide begrenzt ist. 

[001 1 ] Vielmehr rutscht der Quarzgiastiegel, mitsamt 
der erstarrten Restschmeize, selbstandig nach dem 
Umdrehen der Schmelzvon-ichtung urn 180* aus dem 
erfindungsgemaBen Stutztiegel . Quarzgiastiegel und 

15 Restschmeize kOnnen damit ohne der Gefahr einer von 
auBen eingetragenen Kontamination aus der Tiegel- 
ziehanlage entfernt werden. 

[0012] Auch Quarzgiastiegel mit der erfindungs- 
gemaBen Formgebung ihrer AuBenseite kOnnen ohne 
20 kontaminierende Hilfsmittel aus StOtztiegeIn gemaB 
dem Stand der Technik ausgebaut werden. 
[0013] ErfindungsgemaBe Stutztiegel sind vorzugs- 
weise aus Reinstgraphit, CFC oder CCC gefertigt. Urn 
Bewegungen des Quarzglastiegels bei Temperaturan- 
25 derungen auszugleichen ist die erfindungsgemaBe 
Stutztiegelgattung mit mindestens einem Einschnitt. 
einer Fuge und/oder eines Schlitzes versehen, der oder 
die, radialsynrmetrisch oder radialasymmetrisch. paral- 
lel Oder antiparallel senkrecht oder schrag in Richtung 
30 Tiegelbodenebene verlaufen. Form, GrOBe und Anzahl 
der Einschnitte, Fugen und/oder Schlitze ist der jeweili- 
gen StutztiegelgrOBe anzupassen. 
[0014] Die Figuren 1a bis c zeigen drei mdgliche Aus- 
fuhrungsformen der erfindungsgemaBen Stutztiegel- 
35 gattung im Vertikalschnitt: eine konische (la), eine 
paraboloide (lb) und eine hyperboloide Form (1c) 
wobei der Winkel a in Fig. la die Abweichung von der 
Senkrechten bezeichnet. und bevorzugt zwischen 1 und 
30**, besonders bevorzugt zwischen 1 und 5" betragt. 
40 [0015] Die Figuren 2a und 2b zeigen die erfindungs- 
gemaBe Stutztiegelgattung in Seitenansicht und in der 
Draufsicht. In Fig. 2a ist die Richtung der Einschnitte, 
Fugen und/oder Schlitze bezuglich der Tiegelboden- 
ebene dargestellt, die senkrecht und/oder schrag ver- 
45 laufen kdnnen. Der Winkel a betragt bevorzugt 
zwischen 1 und 45** und besonders bevorzugt zwischen 
10 und 40**. In Fig. 2b sind die Anordnung der Ein- 
schnitte, Fugen und/oder Schlitze bezuglich des Tiegel- 
t)odenebene dargestellt. die radialsymmetrisch oder 
so radialasymmetrisch. parallel und/oder antiparallel ange- 
ordnet sein k6nnen. Der Winkel a und p betragt bevor- 
zugt zwischen 1 und 45** und besorKlers bevorzugt 
zwischen 10 und AO". 

55 Patentanspruche 

1. Ein- Oder mehrteiliger Stutztiegel zur Stutzung von 
Schmelztiegeln. dadurch gekennzeichnet. daB die 
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Innenseite des Stutztiegeimantels von einer krum- 
men Oberfiache begrenzt ist. wobei eine zylindri- 
sche Oberf lache ausgenommen ist. 

2. Stutztiege! gemaB Anspruch 1. dadurch gekenn- s 
zeichnet, daB die Innenseite des StQtztiegelman- 
tels von einer krummen Oberfiache. ausgewShlt 
BUS der Gruppe der Kegelstumpfe, der Rotations- 
paraboloide Oder der Rotationshyperboloide 
begrenzt ist. 

3. StDtztiegel nach Anspruch 1 Oder 2, gekenn- 
zeichnet durch mindestens einen Einschnitt, eine 
Fuge und/oder einen Schlitz im StOtztiegelmantel, 
welcher senkrecht Oder schrag in Richtung Tiegel- is 
bodenebene veriauft. 

4. Stutztiege! nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein Ein- 
schnitt, eine Fuge und/oder ein Schlitz radialsym- so 
metrisch oder radialasymmetrisch, parallel Oder 
antiparallel in Richtung Tiegelbodenebene verlauft. 

5. Verwendung von Stutztiegein mit einem oder meh- 
reren der Kennzeichen der Anspruche 1 bis 4 zum 25 
Stutzen von Schmelztiegeln. 



0971054A1 I > 



3 



'J 

EP 0 971 054 A1 



^1 



Europdisch s 
Pat ntamt 



ciiDr\DAic:rHPR RECHERCHENBERICHT 



Numnwr der AnmeWung 

EP 99 ii 2747 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erfordertich. 
der fnaf?geblichen Teile 



Betrilft 
Anspruch 



KLASSIFtKATION DER 
ANMELDUNG 



P,X 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 15, no. 488 (C-0893), 

11. Dezember 1991 (1991-12-11) 

& JP 03 215384 A (SUMITOMO METAL IND LTD) 

* Zusammenfassung * 

GB 816 334 A (TELEFUNKEN GMBH) 
25. August 1959 (1959-08-25) 

* Seite 1, Zeile 80 - Seite 2, Zeile 2; 
Abb 11 dung 1 * 

DE 10 93 779 B (N.V. PHILIPS') 
1. Dezember 1960 (1960^12-01) 

* Spalte 4, Zeile 35 - Zeile 43; Abbildung 
4 * 

EP 0 892 091 A (MEMC ELECTRONIC MATERIALS) 
20. Januar 1999 (1999-01-20) 

* Spalte 7, Zeile 34 - Zeile 51 * 

DE 91 11 315 U (RINGSDORFF-UERKE) 

7. November 1991 (1991-11-07) 

* das ganze Dokument * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 018, no. 422 (M-1651), 

8. August 1994 (1994-08-08) 

& JP 06 126593 A (HITACHI SEIKO LTD), 
10. Mai 1994 (1994-05-10) 

* Zusammenfassung * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 009, no. 293 (C-315). 

20. November 1985 (1985-11-20) 

& JP 60 137893 A (TOSHIBA CERAMICS KK), 

22. Juli 1985 (1985-07-22) 

* Zusammenfassung * 

-/-- 



1,2,5 



C30B15/10 
C30B35/00 



.2,5 



1,2,5 



1,2 



1-5 



1,2 



neCHERCHIERTE 
SACHGEBIETE 



C30B 



1-5 



Der vortiegende Recherchenbericht wurda fiir alle Patentanspriiche erslellt 



DEN HAAG 



17. August 1999 



Cook. S 



St 

s 



s 

g 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von besoTKlerer Be<JeLrtung atlom botracmot 

Y : von besooderer BaJoutung in Verbindur>g mit e»»er 

ancteron Vorbftentlichung dersoiDon Kategorie 
A : tdctinologiscrier Hintergrund 
O : nichtscttriftlicho Oftenbarung 
P ; ZwischenMoratur 



T '(ter Efftndung zugrund© liegond* Tbeonon o<ter Grundsatze 
E : atteras Patentdokument, das |©doch iarst am od«r 
nachdem Anmeldodaium veroHootlicht wordon ict 
D : in der AnmeWung aiYgefuhrtes Dokument 
L : aus anoeren Grtinden angelUhrtes Dokumem 



& :"Mftg»ied der gtoichen Patenllamtlie.uboretnstimmenaes 
Dokument 



6 



BNSDOCID: <EP 0971054AlJ_> 



EP 0 971 054 A1 



0 



Europatsch s 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer dmr AnmeMung 

EP 99 11 2747 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe. soweit ertordertrch. 
der maBgeblichen Teile 



Betrifft 
Anspruch 



KLASSIFIKAT10N DER 
ANMELOUNG 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol . 016, no. 001 (C-0899), 
7. Januar 1992 (1992-01-07) 
& JP 03 228892 A (JAPAN SILICON CO 
LTD;OTHERS: 02), 
9. Oktober 1991 (1991-10-09) 
* Zusammenf assung * 



-5 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE 



Der vorltegerxle Recherchenbericht wurde tur alte Patentanspruche erstellt 



DEN HAAG 



Ab9crtii)d3Tum d*r Recneictw 

17. August 1999 



Cook, S 



KATEGORtE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von Desonderar Bedeuiung atlein betrachtet 

Y : von besonderer Bedeutung in S/ertHndung nvt otner 

anderon Veroftentlicnung dersotoen Kategofie 
A : tectmologischer Hirrtergruod 
O ; nichtschnniiche Ottenbarung 
P : Zwiscfwtbteraiur 



T : dor Erlindung zugrunda Iteoonde Tnaonen Oder Grundsatze 
E . attores Patentdokumeni. oas (edoch erst am Oder 
nach dom Anmoldedatum voroftondicht worden ist 
D : in der AnmoWung af>getuhrte6 Dottument 
L : aus anderan Griinden angetutwtes Dokument 

& : Mrtglted der gieichen Patenttamihe.ubereinstimmorKles 
Ookumartt 



BNSDOCID: <EP 0971054AlJ_> 



EP 0 971 054 A1 



ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT pp OP 11 2747 

SbER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 99 11 2747 

,„ diesem Anhang sind die Mitglieder der Patent.am.ien der im obengenannten europatechen Recherchenbericht angeKmr«n 

DrA";SJo"^'^^F?.^^e^^ dem Stand der Oatei des EuropSischen Patentamts am 

Slse^^en dienen nur zur Unterr.ch.ung and ertCgen ohne Gewahr. 17-08-1999 



\m Recherchenbericht 



Datum der 
Ver6ften«ichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Veroffentlichung 



Jp 03215384 


1 

A 


20-09-1991 


KEINE 








GB 816334 


A 




KEINE 








DE 1093779 


B 




KEINE 








EP 0892091 


A 


20-01-1999 


KEINE 








DE 9111315 


U 


07-11-1991 


KEINE 








OP 06126593 


A 


10-05-1994 


KEINE 








JP 60137893 


A 


22-07-1985 


JP 
JP 


1752338 
4038718 


C 
B 


08-04-1993 
25-06-1992 


OP 03228892 


A 


09-10-1991 


KEINE 









Fiir nahere 



Eir^etheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsbiatt des Europdiscnen Patentamts. Nr.12,'82 



8 



9NSDOCID; <EP 0971054A1_U> 



) 



EP 0 971 054 Ai 





BNSDOCID: <EP 0971054A1TL> 



